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１．概要（Summary） 

デバイス特性を悪化させる原因にシリコンおよびデバイ

ス製造プロセス中にシリコンウェーハ中に混入する重金属

汚染がある。重金属汚染はデバイス活性領域にて深い不

純物準位を形成するために、キャリアの再結合中心となり

リーク電流の原因となる。特に近年撮像素子として用いら

れている CMOS イメージセンサーにおいては、わずかな

リーク電流も歩留まりを低下させる要因となることから、重

金属汚染対策が必須となっている。そこで、我々は分子イ

オン注入をおこなったウェーハにシリコンエピタキシャル

成長をおこなった分子イオン注入エピタキシャルシリコン

ウェーハを開発してきた。このウェーハは重金属に対する

高いゲッタリング能力を有することが報告されている。[1]

しかしながら、実際に CMOSFET を作製した際の電気特

性に対して、分子イオン注入領域による影響は明らかとな

っていない。そのため、今回 CMOS を試作し MOSFET

動作に対して本ウェーハが影響ないことを確認することを

目的とした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  酸化炉、ドラフトチャンバー、コー

タ/ディベロッパ、ステッパ、イオン注入装置、プラズマ

CVD 

【実験方法】 

 北九州共同研究開発センターにおける CMOSFET 試

作プロセスを用いて、デバイス試作をおこなった。ウェー

ハには分子イオン注入ウェーハを用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は試作した CMOSFET の光学顕微鏡画像で

ある。各サイズのゲートおよびソース、ドレインが問題なく

作製されていることが確認できた。 

 

 
Fig. 1 Image of MOSFET 

Fig. 2 Id-Vd characteristics for each gate voltage 

Fig. 2 は試作した CMOS の各ゲート電圧に対するドレイ

ン電流の結果である。結果として、本シリコンウェーハを

用いても問題なく狙い通りの MOSFET 特性を確認する

ことができた。そのため、ゲッタリング領域として形成した

分子イオン注入領域はデバイス特性に影響を与える可能

性が小さいことを示唆する結果を得ることができた。 
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